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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１色相を発光する第１画素と、
　第１色相と異なる第２色相を発光する第２画素とを有し、
　前記第１画素及び前記第２画素に形成された、対向する第１電極及び第２電極と、前記
第１電極と前記第２電極との間に介在された有機膜と、を備え、
　前記有機膜は、正孔注入層及び正孔輸送層のうち少なくとも１層を有する第１層と、
　前記第１層より正孔注入性の高い第２層と、
　有機発光層と、を少なくとも有し、
　前記第１層及び前記第２層は、前記第１電極と前記有機発光層との間に形成され、
　前記第１画素には、前記第１電極側から前記第１層及び前記第２層の順序で積層され、
　前記第２画素には、前記第１電極側から前記第２層及び前記第１層の順序で積層され、
　前記第１画素の有機発光層内での発光位置は、前記第２画素の有機発光層内での発光位
置より前記第１電極側に位置する有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記第２層は、電荷移動度が前記第１層より大きい正孔注入層であることを特徴とする
請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記第１層は、前記第１画素及び第２画素にわたって連結されるように備わったことを
特徴とする請求項２に記載の有機発光表示装置。
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【請求項４】
　前記第２層は、前記第１画素及び第２画素にそれぞれ独立的に形成されたことを特徴と
する請求項２に記載の有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記第２層は、電荷生成物質を含むことを特徴とする請求項１に記載の有機発光表示装
置。
【請求項６】
　前記第１層は、正孔注入層及び正孔輸送層をいずれも有し、
　前記正孔注入層及び正孔輸送層のうち１層は、前記第１画素及び第２画素にわたって連
結されるように備わったことを特徴とする請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項７】
　前記第１層及び第２層は、前記第１画素及び第２画素にそれぞれ独立的に形成されたこ
とを特徴とする請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項８】
　前記電荷生成物質は、下記化学式１で表示される化合物からなることを特徴とする請求
項５に記載の有機発光表示装置：
【化１】

　前記化学式１で、
　Ｒは、ニトリル（－ＣＮ）、スルホン（－ＳＯ２Ｒ’）、スルホキシド（－ＳＯＲ’）
、スルホンアミド（－ＳＯ２ＮＲ’２）、スルホネート（－ＳＯ３Ｒ’）、ニトロ（－Ｎ
Ｏ２）、またはトリフルオロメタン（－ＣＦ３）基であり、
　ここで、Ｒ’は、アミン、アミド、エーテル、またはエステルで置換または非置換のＣ

１－Ｃ６０アルキル基、Ｃ５－Ｃ６０アリール基、またはＣ２－Ｃ６０ヘテロ環基である
。
【請求項９】
　前記電荷生成物質は、ヘキサニトリルヘキサアザトリフェニレン、テトラフルオロ－テ
トラシアノキノジメタン（Ｆ４－ＴＣＮＱ）、ＦｅＣｌ３、Ｆ１６ＣｕＰｃ及び金属酸化
物のうちから選択された一つからなることを特徴とする請求項５に記載の有機発光表示装
置。
【請求項１０】
　前記金属酸化物は、酸化バナジウム（Ｖ２Ｏ５）、酸化レニウム（Ｒｅ２Ｏ７）及びイ
ンジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）のうちから選択された一つであることを特徴とする請求項
９に記載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　前記第２層の電荷生成物質のＬＵＭＯエネルギーレベルと、前記第１層の正孔注入層を
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形成する物質のＨＯＭＯエネルギーレベルとの差が、－２ないし＋２ｅＶ範囲内のエネル
ギー準位を有することを特徴とする請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１２】
　前記第２層は、厚さが１０ないし２００Åであることを特徴とする請求項５に記載の有
機発光表示装置。
【請求項１３】
　前記第２層は、厚さが２０ないし８０Åであることを特徴とする請求項５に記載の有機
発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機発光表示装置に係り、さらに詳細には、各画素に合わせて最適の発光効率
を高めることができる有機発光表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近来、ディスプレイ装置は、携帯が可能な薄型の平板表示装置に代替される趨勢である
。平板ディスプレイ装置のうちでも、有機発光表示装置は、視野角が広くてコントラスト
にすぐれるだけではなく、応答速度が速いという長所を有しており、次世代表示装置とし
て注目を集めている。
【０００３】
　かような有機発光表示装置で、消費電力を下げて効率を上げるための多様な努力が試み
られている。例えば、正孔注入層、正孔輸送層などに高い電荷移動度を有した物質を使用
して低電圧、高効率、長寿命をなそうとするものである。
【０００４】
　しかし、このように高い電荷移動度を有した物質を使用してフルカラー素子を具現する
ことになれば、正孔注入層及び正孔輸送層での高移動度による水平漏れ電流が発生しうる
。これは、正孔注入層及び正孔輸送層があらゆる画素に連結されている共通層として形成
されるためであり、かような水平漏れ電流によって、ある色だけを点灯したとき、隣接す
る他の色相の画素も点灯する現象が発生し、カラー具現が困難であり、かつ低輝度で階調
表現が円滑ではないという現象が発生する。
【０００５】
　一方、フルカラー有機発光表示装置の場合、各色相別画素は発光層内で発光が起こる位
置が異なる。例えば、赤色及び青色の場合、発光領域は正孔輸送層にさらに近く存在し、
緑色の場合、発光領域は電子輸送層にさらに近く存在する。このとき、正孔注入層及び正
孔輸送層を電荷移動度が高い材料で形成し、該層を各画素の特性に関係なく同じ位置に形
成する場合、発光層への正孔注入が各画素で共に多くなり、赤色と青色との発光領域は、
発光層内にさらに確実に存在することになり、緑色発光領域は、発光層を外れて電子輸送
層との境界面に存在することになる。これによって、赤色と青色との発光効率上昇は期待
することが可能であるが、緑色発光効率は、むしろ低下して損失になることもある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、前記のような問題点を解決するためのものであり、各画素に合う最適の発光
効率を高めることができ、同時に、低電圧駆動が可能な有機発光表示装置を提供するとこ
ろにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記のような目的を達成するために、本発明は、第１色相を発光する第１画素及び第１
色相と異なる第２色相を発光する第２画素を有し、前記第１画素及び第２画素に形成され
、正孔注入層及び正孔輸送層のうち少なくとも１層を有する第１層と、前記第１画素及び
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第２画素に形成され、前記第１層より正孔注入性の高い第２層を有し、前記第１画素には
、前記第１層及び第２層の順序で積層され、前記第２画素には、前記第２層及び第１層の
順序で積層される有機発光表示装置を提供する。
【０００８】
　前記第２層は、電荷移動度が前記第１層より大きい正孔注入層でありうる。
【０００９】
　前記第１層は、前記第１画素及び第２画素にわたって連結されるように備わりうる。
【００１０】
　前記第２層は、前記第１画素及び第２画素にそれぞれ独立的に形成されうる。
【００１１】
　前記第２層は、電荷生成物質を含むことができる。
【００１２】
　前記第１層は、正孔注入層及び正孔輸送層をいずれも有し、前記正孔注入層及び正孔輸
送層のうち１層は、前記第１画素及び第２画素にわたって連結されるように備わりうる。
【００１３】
　前記第１層及び第２層は、前記第１画素及び第２画素にそれぞれ独立的に形成されうる
。
【００１４】
　前記電荷生成物質は、下記化学式１で表示される化合物からなりうる。
【００１５】
【化１】

　（化学式１）
【００１６】
　前記化学式１で、Ｒは、ニトリル（－ＣＮ）、スルホン（－ＳＯ２Ｒ’）、スルホキシ
ド（－ＳＯＲ’）、スルホンアミド（－ＳＯ２ＮＲ’２）、スルホネート（－ＳＯ３Ｒ’
）、ニトロ（－ＮＯ２）、またはトリフルオロメタン（－ＣＦ３）基であり、ここで、Ｒ
’は、アミン、アミド、エーテル、またはエステルで置換または非置換のＣ１－Ｃ６０ア
ルキル基、Ｃ１－Ｃ６０アリール基、またはＣ１－Ｃ６０ヘテロ環基（ｈｅｔｅｒｏ　ｃ
ｙｃｌｉｃ　ｇｒｏｕｐ）である。
【００１７】
　前記電荷生成物質は、ヘキサニトリルヘキサアザトリフェニレン、テトラフルオロ－テ
トラシアノキノジメタン（Ｆ４－ＴＣＮＱ）、ＦｅＣｌ３、Ｆ１６ＣｕＰｃ及び金属酸化
物のうちから選択された一つでなりうる。
【００１８】
　前記金属酸化物は、酸化バナジウム（Ｖ２Ｏ５）、酸化レニウム（Ｒｅ２Ｏ７）及びイ
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ンジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）のうちから選択された一つでありうる。
【００１９】
　前記第２層の電荷生成物質のＬＵＭＯエネルギーレベルと、前記第１層の正孔注入層を
形成する物質のＨＯＭＯエネルギーレベルとの差が、－２ないし＋２ｅＶ範囲内のエネル
ギー準位を有することができる。
【００２０】
　前記第２層は、厚さが１０ないし２００Å、望ましくは２０ないし８０Åでありうる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、正孔注入性の高い第２層を導入することによって、低電圧駆動及び低
電流でも高い効率を得ることができ、同時に、各画素での漏れ電流も防止し、低輝度でも
階調表現を円滑に行うことが可能となる。
【００２２】
　また、あらゆる色相の画素で、有機発光層内での発光位置をおおむね均一にすることに
よって、発光効率を向上させられる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機発光表示装置の断面図である。
【図２】本発明の他の一実施形態に係る有機発光表示装置の断面図である。
【図３】本発明のさらに他の一実施形態に係る有機発光表示装置の断面図である。
【図４】本発明のさらに他の一実施形態に係る有機発光表示装置の断面図である。
【図５】本発明のさらに他の一実施形態に係る有機発光表示装置の断面図である。
【図６】本発明のさらに他の一実施形態に係る有機発光表示装置の断面図である。
【図７】本発明のさらに他の一実施形態に係る有機発光表示装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付された図面に図示された本発明に係る実施形態を参照しつつ、本発明の構成
及び作用について詳細に説明する。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態に係る有機発光表示装置を図示した断面図である。本発明
の一実施形態に係る有機発光表示装置は、基板１上に互いに対向した第１電極２及び第２
電極３を具備し、それらの間に介在された有機発光層４３を有する有機膜４を備えること
ができる。
【００２６】
　基板１は、ＳｉＯ２を主成分とする透明なガラス材質からなりうる。基板１は、必ずし
もそれに限定されるものではなく、プラスチック材によって形成することも可能であり、
金属ホイルなども適用が可能である。図面に図示してはいないものの、前記基板１は、各
画素Ｒ（赤色），Ｇ（緑色），Ｂ（青色）ごとに少なくとも一つ以上の薄膜トランジスタ
及び／またはキャパシタを備えることができ、かような薄膜トランジスタ及びキャパシタ
を利用して画素回路を具現できる。
【００２７】
　基板１の方向に画像が具現される背面発光型（ｂｏｔｔｏｍ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｙ
ｐｅ）である場合、第１電極２は透明電極になり、第２電極３は反射電極になりうる。第
１電極２は、仕事関数の大きいＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（
Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯ、またはＩｎ２Ｏ３などで形成し、第２
電極３は、仕事関数の小さい金属、すなわち、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎ
ｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｃａなどで形成できる。
【００２８】
　第２電極３の方向に画像を具現する前面発光型（ｔｏｐ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｙｐｅ
）である場合、第１電極２は反射電極として備わり、第２電極３は透明電極として備わり
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うる。このとき、第１電極２になる反射電極は、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、
Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｃａ及びそれらの化合物などで反射膜を形成した後、そ
の上に仕事関数の大きいＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ、またはＩｎ２Ｏ３などを形成してなり
うる。そして、第２電極３になる透明電極は、仕事関数の小さい金属、すなわち、Ａｇ、
Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｃａ及びそれらの化合
物を蒸着した後、その上に、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ、またはＩｎ２Ｏ３のような透明導
電物質で、補助電極層やバス電極ラインを形成できる。
【００２９】
　両面発光型の場合、第１電極２及び第２電極３いずれも透明電極で形成できる。
【００３０】
　一方、前述のように、基板１が薄膜トランジスタを含む場合、画素別にパターニングさ
れた第１電極２は、各画素の薄膜トランジスタに電気的に連結される。このとき、第２電
極３は、あらゆる画素にわたって互いに連結されている共通電極として形成されうる。
【００３１】
　基板１が画素別に薄膜トランジスタを備えていない場合、第１電極２と第２電極３は、
互いに交差されるストライプパターンにパターニングされてＰＭ（Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｍａ
ｔｒｉｘ）駆動されうる。
【００３２】
　前記第１電極２と第２電極３との間に、有機膜４が介在される。有機膜４は、可視光線
を発光する有機発光層４３を有する。
【００３３】
　かような有機発光層４３は、赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂの画素別に分離されるようにパ
ターニングされることが望ましい。図１では各画素の有機発光層４３が互いに連結されて
いるように図示されているが、実際は、画素別に分離されて混色を防止させる。
【００３４】
　前記のような有機発光層４３と第２電極３との間には、有機発光層４３から順に、電子
輸送層４２及び電子注入層４１が選択的に形成されうる。
【００３５】
　前記電子輸送層（ＥＴＬ）４２は、真空蒸着法、またはスピンコーティング法で形成さ
れうるが、電子輸送層４２の材料としては特別に制限されず、例えばＡｌｑ３を利用でき
る。前記電子輸送層４２の厚さは５０ないし６００Åであるが、これは、他層の材料によ
って可変可能である。
【００３６】
　前記電子輸送層４２上に、電子注入層（ＥＩＬ）４１が選択的に積層されうる。前記電
子注入層４１の形成材料としては、ＬｉＦ、ＮａＣｌ、ＣｓＦ、Ｌｉ２Ｏ、ＢａＯ、Ｌｉ
ｑのような物質を利用できる。前記電子注入層４１の厚さは１ないし１００Åであること
が望ましいが、必ずしもそれに限定されるものではない。
【００３７】
【化２】

【００３８】
　図面に図示されていないにしても、前記有機発光層４３と電子輸送層４２との間には、
正孔阻止用物質を使用して正孔阻止層（ＨＢＬ）を選択的に形成できる。このとき使われ
る正孔阻止層の形成用物質は特別に制限されず、電子輸送能を有しつつ、発光化合物より
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ＣＰ、ＴＰＢＩなどが使われうる。
【００３９】
【化３】

【００４０】
　一方、第１電極２と有機発光層４３との間には、第１電極２から順に形成された正孔注
入層４５及び正孔輸送層４４を含む第１層４６が介在される。本実施形態において前記第
１層４６は、正孔注入層４５及び正孔輸送層４４をいずれも含んだものであるが、必ずし
もそれに限定されるものではなく、それらのうちいずれか１層のみを含んでいてもよい。
【００４１】
　正孔注入層（ＨＩＬ）４５は、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）、またはスターバースト
（Ｓｔａｒｂｕｒｓｔ）型アミン類であるＴＣＴＡ、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、ＩＤＥ４０６（
出光社製）などを使用できる。
【００４２】
【化４】

【００４３】
　前記正孔注入層４５の上部には、正孔輸送層物質を利用して正孔輸送層（ＨＴＬ）４４
を選択的に形成する。前記正孔輸送層物質は特別に制限されず、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メ
チルフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－［１，１－ビフェニル］－４，４’－ジアミン
（ＴＰＤ）、Ｎ，Ｎ’－ジ（ナフタレン－１－イル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニルベンジジン
（α－ＮＰＤ）、ＩＤＥ３２０（出光社製）などが使われうる。
【００４４】
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【００４５】
　前述のような第１層４６、電子輸送層４２及び電子注入層４１は、赤色Ｒ、緑色Ｇ、青
色Ｂのあらゆる画素にわたって共通に形成される。
【００４６】
　一方、前記赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂの画素には、前記第１層４６である正孔注入層４５
及び／または正孔輸送層４４より正孔注入性の高い第２層をさらに形成する。図１による
実施形態によれば、前記第２層は、電荷移動度が前記第１層４６より大きい高移動度正孔
注入層（Ｈｉｇｈ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ＨＩＬ）４７として形成する。
【００４７】
　ところで、かような高移動度正孔注入層４７は、前記第１層４６と共にあらゆる画素に
わたって連結されるように共通層として形成される場合、それ自体の正孔移動度が高いた
めに隣接画素に正孔が移動し、それによる漏れ電流発生の恐れがある。
【００４８】
　従って、図１に図示されているような実施形態から分かるように、該高移動度正孔注入
層４７は、前記赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂの画素別に独立して形成される。すなわち、赤色
画素Ｒの場合には、第１電極２から正孔注入層４５及び高移動度正孔注入層４７の順に積
層され、緑色画素Ｇの場合には、第１電極２から高移動度正孔注入層４７及び正孔注入層
４５の順に積層される。そして、青色画素Ｂの場合には、第１電極２から正孔注入層４５
及び高移動度正孔注入層４７の順に積層される。
【００４９】
　従って、この場合には、緑色画素Ｇに電圧が印加されて電流が流れても、緑色画素Ｇと
赤色画素Ｒとの高移動度正孔注入層４７が互いに分離されているために、該高移動度正孔
注入層４７を介して正孔が移動されず、赤色画素Ｒでの発光現象がなくなることになる。
【００５０】
　同様に、緑色画素Ｇに電圧が印加されて電流が流れても、緑色画素Ｇと青色画素Ｂとの
高移動度正孔注入層４７が互いに分離されているために、該高移動度正孔注入層４７を介
して正孔が移動できず、青色画素Ｂでの発光現象がなくなることになる。
【００５１】
　従って、前記高移動度正孔注入層４７を導入することによって、低電圧駆動及び低電流
でも高い効率を得ることができ、同時に、各画素での漏れ電流も防止し、低輝度でも階調
表現を円滑にすることができる。
【００５２】
　前記高移動度正孔注入層４７は、電荷生成物質を含む。
【００５３】
　前記電荷生成物質は、下記化学式で表示される化合物で表すことができる。
【００５４】
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【００５５】
　前記化学式で、Ｒは、ニトリル（－ＣＮ）、スルホン（－ＳＯ２Ｒ’）、スルホキシド
（－ＳＯＲ’）、スルホンアミド（－ＳＯ２ＮＲ’２）、スルホネート（－ＳＯ３Ｒ’）
、ニトロ（－ＮＯ２）、またはトリフルオロメタン（－ＣＦ３）基であり、ここでＲ’は
、アミン、アミド、エーテル、またはエステルで置換または非置換のＣ１－Ｃ６０アルキ
ル基、Ｃ１－Ｃ６０アリール基、またはＣ１－Ｃ６０ヘテロ環基（ｈｅｔｅｒｏ　ｃｙｃ
ｌｉｃ　ｇｒｏｕｐ）である。
【００５６】
　本発明に使われる前記化学式の具体的な例は、下記の通り表すことができる。
【００５７】

【化７】

【００５８】
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【化８】

【００５９】
【化９】

【００６０】
【化１０】
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【００６１】
　前記式でＲ’は、アミン、アミド、エーテル、またはエステルで置換または非置換のＣ

１－Ｃ６０アルキル基、Ｃ１－Ｃ６０アリール基、またはＣ１－Ｃ６０ヘテロ環基である
。
【００６２】
　前記式で表示される電荷生成物質の例は、理解の一助とするためのものであり、それら
のみに限定するものではない。
【００６３】
　また前記電荷生成物質は、ヘキサニトリルヘキサアザトリフェニレン、テトラフルオロ
－テトラシアノキノジメタン（Ｆ４－ＴＣＮＱ）、ＦｅＣｌ３、Ｆ１６ＣｕＰｃ及び金属
酸化物のうちから選択された一つからなり、ここで金属酸化物は、酸化バナジウム（Ｖ２

Ｏ５）、酸化レニウム（Ｒｅ２Ｏ７）、またはインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）であるこ
とが望ましい。
【００６４】
　前記高移動度正孔注入層４７の電荷生成物質は、その最低非占有分子軌道（ＬＵＭＯ）
エネルギーレベルと、正孔注入層４５を形成する物質の最高占有分子軌道（ＨＯＭＯ）エ
ネルギーレベルとの差が－２ないし＋２ｅＶ範囲内のエネルギー準位を有する物質を使用
することが望ましい。
【００６５】
　例えば、前記ヘキサアザトリフェニレンの場合、ＨＯＭＯエネルギーレベルは９．６な
いし９．７ｅＶほどであり、ＬＵＭＯエネルギーレベルは５．５ｅＶほどである。また、
前記テトラフルオロ－テトラシアノキノジメタン（Ｆ４－ＴＣＮＱ）の場合、ＨＯＭＯエ
ネルギーレベルが８．５３ｅＶほどであり、ＬＵＭＯエネルギーレベルが６．２３ｅＶほ
どである。本発明で使われる正孔注入層物質のＨＯＭＯエネルギーレベルは、４．５ない
し５．５ｅＶほどである。従って、電荷生成物質としてヘキサアザトリフェニレンを使用
した場合、そのＬＵＭＯエネルギーレベルと、正孔注入層物質のＨＯＭＯエネルギーレベ
ルとの差は、－１．０ｅＶないし０ｅＶである。また、電荷生成物質としてテトラフルオ
ロ－テトラシアノキノジメタン（Ｆ４－ＴＣＮＱ）を使用する場合、高移動度正孔注入層
のＬＵＭＯエネルギーレベルと正孔注入層物質のＨＯＭＯエネルギーレベルとの差は、－
０．７３ｅＶないし－１．７３ｅＶである。
【００６６】
　図２は、本発明の他の一実施形態によるものであり、前記高移動度正孔注入層４７を前
記赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂの画素別に異なる層に配する構造を示している。
【００６７】
　すなわち、緑色画素Ｇの高移動度正孔注入層４７を第１電極２上にまず独立蒸着した後
、赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂの画素いずれにもわたって共通層として、第１正孔注入層４５
１を形成する。
【００６８】
　次に、青色画素Ｂの高移動度正孔注入層４７を第１正孔注入層４５１上に独立蒸着した
後、赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂの画素いずれにもわたって共通層として、第２正孔注入層４
５２を形成する。
【００６９】
　そして、赤色画素Ｒの高移動度正孔注入層４７を第２正孔注入層４５２上に独立蒸着し
た後、赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂの画素いずれにもわたって共通層として、正孔輸送層４４
を形成する。
【００７０】
　このようにする場合、赤色画素Ｒの場合には、第１電極２から第１正孔注入層４５１、
第２正孔注入層４５２及び高移動度正孔注入層４７の順に積層され、緑色画素Ｇの場合に
は、第１電極２から高移動度正孔注入層４７、第１正孔注入層４５１及び第２正孔注入層
４５２の順に積層される。そして、青色画素Ｂの場合には、第１電極２から第１正孔注入
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層４５１、高移動度正孔注入層４７及び第２正孔注入層４５２の順に積層される。
【００７１】
　従って、あらゆる画素にあって高移動度正孔注入層４７が異なる層に配されており、隣
接画素間、特に隣接した他の色相の画素間に高移動度正孔注入層４７を介した正孔移動が
遮断され、漏れ電流を防止する効果がさらに高まることになる。
【００７２】
　図３ないし図７は、本発明のさらに他の一実施形態による有機発光表示装置の互いに異
なる適用例を図示したものである。
【００７３】
　図３ないし図７による実施形態も、前述の実施形態と同様に、基板１上に第１電極２と
第２電極３とが互いに対向するように配され、第１電極２と第２電極３との間に、正孔注
入層４５、正孔輸送層４４、有機発光層４３、電子輸送層４２及び電子注入層４１を有す
る有機層４が介在される構造を有する。
【００７４】
　このとき、図３ないし図７による実施形態では、赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂの画素に、前
記第１層４６である正孔注入層４５及び／または正孔輸送層４４より正孔注入性の高い第
２層として、電荷生成物質によって形成された高移動度正孔注入層４７を形成する。
【００７５】
　前記のような高移動度正孔注入層４７の導入によって、さらに発光効率を向上させられ
、同時に低電圧駆動も可能にする。
【００７６】
　前記高移動度正孔注入層４７の厚さは、望ましくは１０ないし２００Å、さらに望まし
くは２０ないし８０Åである。高移動度正孔注入層４７の厚さが１０Å未満である場合に
は、電荷生成効果が低下して望ましくなく、２００Åを超える場合には、駆動電圧上昇や
漏れ電流によるクロストーク（ｃｒｏｓｓ－ｔａｌｋ）の可能性のために望ましくない。
【００７７】
　一方、前述のように、フルカラー有機発光表示装置の場合、各色相別画素は、発光層内
で発光が起こる位置が異なる。
【００７８】
　これによって、図３ないし図７による実施形態のように、前記高移動度正孔注入層４７
を赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂの画素のうち、少なくとも２つの互いに異なる色相で、それぞ
れ異なる位置に配することができる。高移動度正孔注入層４７の配される位置は、各画素
の有機発光層４３での発光位置によって、異ならせることができる。
【００７９】
　すなわち、高移動度正孔注入層４７が有機発光層４３と近く存在するほど、有機発光層
４３への正孔の注入が多くなり、電子と出合って発光する確率が高まるので、有機発光層
４３内で発光位置を電子輸送層４２の方向に押しやる効果が現れることになる。従って、
有機発光層４３内での発光位置が電子輸送層４２の近くに存在する画素の場合、高移動度
正孔注入層４７を他の色相の画素に比べて有機発光層４３に対してさらに遠く位置させ、
有機発光層４３内での発光位置が正孔輸送層４４に近く存在する画素の場合、高移動度正
孔注入層４７を他の色相の画素に比べて有機発光層４３にさらに近く位置させる。これに
より、あらゆる色相の画素で有機発光層４３内での発光位置が均一になって、発光効率を
向上させられることになる。
【００８０】
　それにより、赤色画素Ｒ及び青色画素Ｂで有機発光層４３での発光位置が、緑色画素Ｇ
で有機発光層４３での発光位置より電子輸送層４２に近く位置するならば、図３から分か
るように、緑色画素Ｇの高移動度正孔注入層４７を有機発光層４３にさらに近く位置させ
ることが望ましい。
【００８１】
　すなわち、図３から分かるように、赤色画素Ｒの場合には、第１電極２から高移動度正
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孔注入層４７、正孔注入層４５及び正孔輸送層４４の順に積層され、緑色画素Ｇの場合に
は、第１電極２から正孔注入層４５、正孔輸送層４４及び高移動度正孔注入層４７の順に
積層される。そして、青色画素Ｂの場合には、第１電極２から高移動度正孔注入層４７、
正孔注入層４５及び正孔輸送層４４の順に積層される。
【００８２】
　従って、高移動度正孔注入層４７、正孔注入層４５及び正孔輸送層４４は、赤色Ｒ及び
青色Ｂの画素に共通に蒸着し、緑色画素Ｇのみで個別に蒸着して形成する。
【００８３】
　この場合、緑色画素Ｇの高移動度正孔注入層４７が、赤色画素Ｒ及び青色画素Ｂの高移
動度正孔注入層４７に比べ、有機発光層４３にさらに近く位置するために、緑色画素Ｇで
有機発光層４３での発光位置を電子輸送層４２側に押しやる効果を得ることになり、全画
素にわたって発光領域が均一な位置で形成できることになる。従って発光効率は、さらに
向上しうる。
【００８４】
　図４は、赤色画素Ｒ及び青色画素Ｂの有機発光層４３での発光位置が、図３の場合に比
べて、正孔輸送層４４側にさらに近く位置している場合を示す。
【００８５】
　この場合には、図３の実施形態に比べて、赤色画素Ｒ及び青色画素Ｂの高移動度正孔注
入層４７を有機発光層４３にさらに近く位置させる。
【００８６】
　すなわち、図４から分かるように、赤色画素Ｒの場合には、第１電極２から正孔注入層
４５、高移動度正孔注入層４７及び正孔輸送層４４の順に積層され、緑色画素Ｇの場合に
は、第１電極２から正孔注入層４５、正孔輸送層４４及び高移動度正孔注入層４７の順に
積層される。そして、青色画素Ｂの場合には、第１電極２から正孔注入層４５、高移動度
正孔注入層４７及び正孔輸送層４４の順に積層される。
【００８７】
　図４から分かるように、正孔注入層４５は、赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂの画素に共通に
蒸着され、高移動度正孔注入層４７及び正孔輸送層４４は、赤色Ｒ及び青色Ｂの画素に共
通に順次蒸着される。正孔輸送層４４及び高移動度正孔注入層４７は、緑色画素Ｇには独
立して順次蒸着される。
【００８８】
　従ってこの場合にも、図３の実施形態のように、有機発光層４３内で各色相の画素が均
一な発光位置を維持することができ、結果として発光効率が向上しうる。
【００８９】
　図５は、赤色画素Ｒの有機発光層４３での発光位置が、緑色画素Ｇ及び青色画素Ｂの有
機発光層４３での発光位置より電子輸送層４２にさらに近く位置しているときの適用例を
示す。
【００９０】
　この場合には、青色画素Ｂ及び緑色画素Ｇの高移動度正孔注入層４７を、赤色画素Ｒに
比べて、有機発光層４３にさらに近く位置させる。
【００９１】
　すなわち、図５から分かるように、赤色画素Ｒの場合には、第１電極２から正孔注入層
４５、高移動度正孔注入層４７及び正孔輸送層４４の順に積層され、緑色画素Ｇ及び青色
画素Ｂの場合には、第１電極２から正孔注入層４５、正孔輸送層４４及び高移動度正孔注
入層４７の順に積層される。
【００９２】
　図５から分かるように、正孔注入層４５は、赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂの画素に共通し
て蒸着され、高移動度正孔注入層４７及び正孔輸送層４４は、緑色Ｇ及び青色Ｂの画素に
共通に順次蒸着される。正孔輸送層４４及び高移動度正孔注入層４７は、赤色画素Ｒには
独立して順次蒸着される。
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【００９３】
　従ってこの場合にも、有機発光層４３内で各色相の画素が均一な発光位置を維持するこ
とができ、結果として発光効率が向上しうる。
【００９４】
　図６は、緑色画素Ｇの有機発光層４３での発光位置が、赤色画素Ｒ及び青色画素Ｂの有
機発光層４３での発光位置より電子輸送層４２にさらに近く位置しているときの適用例を
示す。
【００９５】
　この場合には、赤色画素Ｒ及び青色画素Ｂの高移動度正孔注入層４７を、緑色画素Ｇに
比べて、有機発光層４３にさらに近く位置させる。
【００９６】
　すなわち、図６から分かるように、赤色画素Ｒ及び青色画素Ｂの場合には、第１電極２
から正孔注入層４５、正孔輸送層４４及び高移動度正孔注入層４７の順に積層され、緑色
画素Ｇの場合には、第１電極２から正孔注入層４５、高移動度正孔注入層４７及び正孔輸
送層４４の順に積層される。
【００９７】
　図６から分かるように、正孔注入層４５は、赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂの画素に共通し
て蒸着され、正孔輸送層４４及び高移動度正孔注入層４７は、赤色Ｒ及び青色Ｂの画素に
共通に順次蒸着される。高移動度正孔注入層４７及び正孔輸送層４４は、緑色画素Ｇには
独立して順次蒸着される。
【００９８】
　従ってこの場合にも、有機発光層４３内で各色相の画素が均一な発光位置を維持するこ
とができ、結果として発光効率が向上しうる。
【００９９】
　図７は、有機発光層４３での発光位置が青色画素Ｂ、緑色画素Ｇ及び赤色画素Ｒの順に
電子輸送層４２にさらに近く位置しているときの適用例を示す。
【０１００】
　この場合には、赤色画素Ｒの高移動度正孔注入層４７を緑色画素Ｇ及び青色画素Ｂに比
べて有機発光層４３にさらに近く位置させ、緑色画素Ｇの高移動度正孔注入層４７を、青
色画素Ｂに比べて、有機発光層４３にさらに近く位置させる。
【０１０１】
　すなわち、図７から分かるように、赤色画素Ｒの場合には、第１電極２から正孔注入層
４５、正孔輸送層４４及び高移動度正孔注入層４７の順に積層され、緑色画素Ｇの場合に
は、第１電極２から正孔注入層４５、高移動度正孔注入層４７及び正孔輸送層４４の順に
積層される。そして、青色画素Ｂの場合には、第１電極２から高移動度正孔注入層４７、
正孔注入層４５及び正孔輸送層４４の順に積層される。
【０１０２】
　図７から分かるように、正孔注入層４５は、赤色Ｒ及び緑色Ｇの画素に共通して蒸着さ
れ、正孔輸送層４４は、緑色Ｇ及び青色Ｂの画素に共通に蒸着される。高移動度正孔注入
層４７は、赤色Ｒ、緑色Ｇ及び青色Ｂの画素にそれぞれ独立して蒸着される。
【０１０３】
　従ってこの場合にも、有機発光層４３内で各色相の画素が均一な発光位置を維持するこ
とができ、結果として発光効率が向上しうる。
【０１０４】
　以上で説明した積層の例は、有機発光層４３での発光位置によって多様に変形可能であ
る。
【０１０５】
　前記のような実施形態の場合、正孔注入性が正孔注入層４５及び／または正孔輸送層４
４に比べてさらに高い高移動度正孔注入層４７が少なくとも２つの互いに異なる色相で独
立して形成されているために、画素間での漏れ電流を減らすことになる。
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【０１０６】
　図面に図示された実施形態を参考にして説明したが、それらは例示的なものに過ぎず、
本技術分野の当業者ならば、それらから多様な変形及び均等な他の実施形態が可能である
という点を理解することができるであろう。従って、本発明の真の技術的保護範囲は、特
許請求の範囲の技術的思想によって決まるのである。
【産業上の利用可能性】
【０１０７】
　本発明の有機発光表示装置は、例えば、ディスプレイ関連の技術分野に効果的に適用可
能である。
【符号の説明】
【０１０８】
　　１　基板
　　２　第１電極
　　３　第２電極
　　４　有機膜
　　４１　電子注入層
　　４２　電子輸送層
　　４３　有機発光層
　　４４　正孔輸送層
　　４５　正孔注入層
　　４５１　第１正孔注入層
　　４５２　第２正孔注入層
　　４６　第１層
　　４７　高移動度正孔注入層
　　Ｒ，Ｇ，Ｂ　画素
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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